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渋 谷 隆 夫
2次元電子系については,これまで,Si-MOSの表面反転層を利用して,詳しく研究され
























谷 口 秀 明
超伝導体や磁性体が2次相転移を示すことは広く知られている｡臨界点に接近して短距離秩
序 (S.r.0.)が発達し,Tcで長距離秩序 (Lr.0.)が発生 し,成長することがよく知られてい
る｡その展開の様子をH-0で調べることは,無重力場の液滴の発生成長と類似である｡Tc
直上における相関距離--の物理的内容を追及し,分子場近似の成立と,S.r･O,Lr.0.の成長
過程との関連を調べるため,磁性体と超伝導体とを試料にした｡磁性体は一般に,Tc近傍で
は,隣接スピンの相互作用を詳細に取り込まない分子場近似からズレる｡一方,超伝導体では,
コヒーレンスの長さが長く,平均場近似がよく成立する｡磁性体であるマンガンホルメイ トが,
雰磁場近くで,磁化温度曲線を書かせると,ガタガタゆらぐことが,すでに我々の研究室で発
見されている｡さらに,温度上昇を転移点の1%以下の高温以内であれば,前の磁化過程を記
憶することも発見されている｡我々は,このゆらぎながらオーダしていくマンガンホルメイ ト
について,オーダーの進展の様子を,相関距離の大小によって考察した｡さらに,磁化過程を
記憶する温度が,転移点にもっと接近した温度であることがわかった｡超伝導体の反磁性磁化
温度曲線においても零磁場近傍で,マンガンホルメイ トの様な,大きなゆらぎが観測されない
か調べた｡温度バルクノ､ウゼン効果のような大きなゆらぎは観測できなかったが,いくつかの
面白いヒステリシスが観測された｡これらのことを報告したい｡
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